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388383-2026 - Konkurss

Vacija — Laboratorijas, optiskas un precizijas ierices (iznemot brilles) — Kauf einer DRIE/ RIE-
Anlage (Plasmaatzanlage)

OJ S 107/2026 05/06/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims

Piegades

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: Westsachsische Hochschule Zwickau
E-pasts: Beschaffungswesen@whz.de
Pircéja juridiskais statuss: Publisko tiestbu subjekts, ko kontrolé regionalas parvaldes iestade
Ligumslédzéjas iestades darbibas joma: Izglitiba

2. Procedura

2.1. Procedura
Nosaukums: Kauf einer DRIE/ RIE-Anlage (Plasmaatzanlage)
Apraksts: Kurze Beschreibung: Anschaffung einer neuen DRIE/ RIE-Anlage
(Plasmaatzanlage) - mit Software- und Anlagensteuerung inklusive Installation und
Einweisung Bestehend aus: DRIE/ RIE-Anlage, Substratelektrode, Kantenschutz der Wafer
wahrend der Atzung, Notching-Kontrolle/ Reduktion der Strukturabweichung beim Atzstopp
auf Dielektrika, Endpunktdetektion, Software- und Anlagensteuerung, Verpackung / Transport
/ Abladen / Einbringen / Installation einschlieRlich Inbetriebnahme und Schulung Beschreibung
der Beschaffung (Art und Umfang der Dienstleistung bzw. Angabe der Bedurfnisse und
Anforderungen) Neue DRIE/ RIE-Anlage inkl. Zubehdr fur die Forschung an der WHZ mit
folgenden Anforderungen: 01 1 RIE / DRIE-Anlage Plasmaatzanlage fur plasmachemisches,
reaktives Silizium-Tiefenatzen (?500um) mittels des Bosch-Prozesses (gas chopping process)
und RIE von dunnen Dielektrika- Schichten (?2um). - Die Anlage muss die Verarbeitung von
100mm Wafern mit und ohne Primary-Flat, sowie mit und ohne Secondary-Flat erlauben. - Die
Anlage muss die Verarbeitung von 150mm Wafern mit und ohne Primary-Flat, mit und ohne
Secondary-Flat oder auch mit und ohne Notch erlauben. - Das im DRIE-Modus mdgliche
Siliziumabtragsvolumen pro Zeiteinheit liegt bei bis zu ca. 2,5 mm3/s, das Warmemanagement
ist entsprechend auszulegen. Die exakten zu erfullenden Prozessparameter sind der
Spezifikationstabelle im Punkt "Geforderte Prozessprameter und deren Uberpriifbarkeit" zu
entnehmen. - Die Anlage muss uber eine separate Beschickungskammer (Vakuumschleuse,
Loadlock) verfugen, die es zulasst die spezifizierten Wafer, ohne ein Beluften der
Prozesskammer gegen Atmosphare zu laden. - Der Probenchuck / Substratelektrode muss
Uber eine He-Ruckseitenkuhlung fur die Substrate verfugen. Es muss zudem eine Vorrichtung
zur Detektion von He-Lecks in Richtung Prozesskammer beim Atzprozess, z.B. durch
Waferbruch, vorhanden sein. - Via Mass-Flow-Controller geregelte Gaslinien fur folgende
Prozessgase mussen vorhanden sein: o C4F8 o SF6 0 O2 o CHF3 o Aro CF4 - Um
parasitare Abscheidung, z.B. von Fluorpolymeren, zu vermeiden muss das System Uber einen
aktiv geheizten Prozesskammer-Liner (?120 °C) verfugen. - Alle zum RIE- und DRIE-Betrieb
notigen Anlagenbestandteile mussen Lieferbestandteil der Anlage sein, hierzu zahlen
beispielsweise, aber nicht abschliefend: o Prozesskammer o Gestell / Korpus inkl. nétige
Racks und Steuerschranke o Anlagen-Steuerung inkl. Eingabegerate und Monitore o
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Plasmaanregung / ICP Quelle mit automatisierter Matching-Unit oder Generatoren mit
integrierter HF-Abstimmung o Druckmessung o Pumpsystem - Die Anlage muss fur den
Einbau in einem ISO 14644-1, Klasse ISO 5 Reinraum geeignet sein, Pumpsysteme kdnnen in
einem Servicebereich untergebracht werden. - Die maximalen Abmessungen der Anlage
durfen inkl. notwendiger Serviceflachen maximal Hohe x Breite x Lange, 2,6m x 0,9m x 2,4m
betragen. - Die zu liefernde Anlage muss Uber eine CE-Kennzeichnung des Gesamtsystems
verfugen. Dies inkludiert die Einhaltung aller fir das Anlagenkonzept einschlagigen Richtlinien,
mindestens jedoch: - Richtlinie 2006/42/EG bzw. bei Lieferung ab dem 20.01.2027
Verordnung (EU) 2023/1230 - Low Voltage Directive - 2006/95/EC - EMC Directive - 2004/108
/EC - Das System muss ausschlieBlich mit den genannten Prozessgasen, gasférmigem
Helium, gasférmigem Stickstoff, Druckluft, Abluft, Kihlwasser und Elektroenergie betrieben
werden. Zusatzliche Medien, wie z.B. Flissighelium, Flissigstickstoff oder Trockeneis dirfen
nicht zum Betrieb notig sein. - Die ICP-Quelle muss in einem Bereich von 120W bis 5000W
oder weiter betreibbar sein, wobei bei einem weiteren Bereich der genannte Bereich inkludiert
sein muss. 02 1 Substratelektrode Zur Probenhalterung wird aus Grinden der Homogenitat
und mechanischen Belastung der Wafer eine elektrostatische Klemmung gefordert. e-Chuck: -
Die Substratelektrode muss fur die Verarbeitung aller genannten Wafergeometrien (100 und
150mm) geeignet sein oder die entsprechende Anzahl an Substratelektroden fur die
Bearbeitung der genannten WafergroRen mussen Lieferbestandteil sein. o Im Falle der
Notwendigkeit des Tausches von Teilen zur Umrustung zwischen den Wafergréfien sind,
insofern noétig oder vorgeschrieben, alle etwaigen Verschleifdteile (Dichtstoffe...) fur eine 50-
fache UmrUstung im Lieferumfang zu integrieren. - Falls flr das Erreichen der geforderten
Parameter ein Heater / Chiller nétig ist, muss dieser inkl. der eventuell nétigen Integration und
Steuerung Lieferbestandteil sein. 03 1 Kantenschutz der Wafer wéahrend der Atzung Es ist fur
den Schutz der Waferrander (z.B. bei der Verwendung Photoresistmasken) eine
Kantenabdeckung (edge protection) vorzusehen. - Der Kantenschutz muss fur die
Verarbeitung aller genannten Wafergeometrien (100 und 150mm) geeignet sein oder Uber die
Verwendung von Carriern / Adaptern oder Bauteiltausch die Verarbeitung zulassen. - Sind
Zusatzteile fur die Verarbeitung aller genannten Wafergeometrien nétig, mussen alle zur
Umristung noétigen Teile Lieferbestandteil der Anlage sein. - Sind zur Umristung zwischen
den Wafergeometrien Verschleif3teile notig oder vorgeschrieben sind diese fur eine 50-fache
Umristung im Lieferumfang zu integrieren. - Der Kantenschutz muss nach seiner Installation
im Atzbetrieb ohne Offnen der Prozesskammer wirksam werden. - Ist der Kantenschutz ein
Verschleildteil, z.B. ein Quarzglas-Ring, sind 2 Stlick je bendtigter Ausflihrung als
Lieferbestandteil zu integrieren. 04 1 Notching-Kontrolle / Reduktion der Strukturabweichung
beim Atzstopp auf Dielektrika Um das sog. Notching bei der Atzung von silicon on insulator
(SOI) Strukturen und dem Stopp auf Dielektrikamembranen zu minimieren, ist die
Substratelektrode mit einem gepulsten kHz Generator zu betreiben oder ein gleichwertiges
Verfahren zur Vermeidung des so genannten Notchings einzusetzen.

Proceduras identifikators: bOcb9d46-0047-4223-b712-26d0ff3227ca

lek$€jais identifikators: OV 09-26

Proceduras veids: Atklata

Proceddra ir paatrinata: né

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Piegades
Galvena klasifikacija (cpv): 38000000 Laboratorijas, optiskas un precizijas ierices (iznemot
brilles)
Papildu klasifikacija (cpv): 42990000 Dazadas 1pasa lietojuma iekartas, 31712330 Pusvaditaji
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2.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: Kornmarkt 1
Pilséta: Zwickau
Pasta indekss: 08056
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Zwickau (DED45)
Valsts: Vacija
Papildu informacija: Westsachsische Hochschule Zwickau Hochtechnologiezentrum Peter-
Breuer-Str. 5-11 08056 Zwickau Deutschland

2.1.4. Vispariga informacija
Papildu informacija: #Bekanntmachungs-ID: CXP4D4ZMZEU#
Juridiskais pamats:
Direktiva 2014/24/ES
vgv -

2.1.6. lIzslegSanas iemesli
IzslegSanas iemeslu avoti: lepirkuma dokuments

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0001
Nosaukums: Kauf einer DRIE/ RIE-Anlage (Plasmaatzanlage)
Apraksts: - Die Funktion ist innerhalb der Inbetriebnahme an Silizium-Wafern mit einer Dicke
von mindestens 380um mit einem Atzstopp auf 1500-2500nm thermischem Siliziumdioxid
nachzuweisen. Der Nachweis erfolgt durch eine Uberatzung von rechnerisch >10um nach
Erreichen des Endpunktes. - Als Atzmaske bei diesem Abnahmetest dient ebenfalls 1500-
2500nm thermisches Siliziumdioxid mit ge6ffneten Strukturen von 250x250um (+/-10um) in
einem x / y-Pitch von 3000um, gleichverteilt Uber den Wafer. - Die Wafer werden durch den
Auftraggeber im Rahmen des SAT (Anlagenabnahme am Bestimmungsort) zur Verfigung
gestellt. - Die Parameter sind bei einem 100mm Wafer, innerhalb des 90mm durchmessenden
Kernbereichs und bei einem 150mm Wafer innerhalb des 140mm Kernbereichs nachzuweisen
(je 5mm Randausschluss). - Die durchschnittliche Atzrate, ab dem Start der Atzung, muss bei
dem Test min. 10pm/min betragen. - Die einseitige Abweichung von der Tangente der
Atzflanke darf bei keiner Struktur mehr als 10um betragen. 05 1 Endpunktdetektion Die
Prozessuberwachung und die Endpunktkontrolle muss tber die optische Analyse der
Plasmaemission anhand der charakteristischen Emissionslinien erfolgen. Es muss mindestens
der Bereich von 250 - 850nm zur Auswertung zuganglich sein. - Die Endpunktdetektion ist in
Auflésung und Empfindlichkeit so zu realisieren, dass der Endpunkt auch bei geringen offenen
Flachen <5% sicher detektiert wird. - Es sollen mindestens folgende Endpunktdetektionen bei
max. 5% offener Flache moglich sein: o Silizium-Atzung mit Endpunkt auf SiO2 o Silizium-
Atzung mit Endpunkt auf Al o Silizium-Atzung mit Endpunkt auf Photoresist o SixNy-Atzung
mit Endpunkt auf SiO2 o SixNy-Atzung mit Endpunkt auf Si o SiO2-Atzung mit Endpunkt auf Si
06 1 Software und Anlagensteuerung - Die Bediensoftware muss mindestens die folgenden
Nutzerniveaus enthalten: o Bediener dem nur der Start bereits vorhandener Rezepte gestattet
ist. o Ingenieur dem zusétzlich das Erstellen und Andern von Rezepten gestattet ist
(wahlweise mit Passwortschutz durch den Kunden). o Service den zusatzlich die manuelle
Steuerung der Anlage und die Umgehung von Interlocks gestattet ist (wahlweise mit
Passwortschutz durch den Kunden). - Wird als Betriebssystem Microsoft Windows eingesetzt,
muss dieses auf Version 11 oder 10 LTSC basieren. - Die Bediensoftware muss einen
automatisierten Leckagetest und MFC-Funktionstest enthalten. - Das Steuerungskonzept
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muss auf einer Direct One-to-one Verbindung zu den Sensoren und Aktoren basieren (Ein
Steuerungskanal zu einem Sensor oder Aktor) - Es muss eine kanalweise Diagnostik fur die
Steuerungskanale vorhanden (on/off) und die entsprechende Status Informaton (OK,
Kurzschluss, Unterbrechung) - Das Datalogging muss in Intervallen ? 250 ms maoglich sein. -
FUr die genaue Kontrolle der zeitlichen Abfolge in den Prozessen missen Prozessschritte bis
zu einer Gesamtlange von ? 10 ms definiert werden kénnen. - Die Anzahl der anlegbaren
Prozessrezepte soll nicht anlagenseitig auf einen Wert kleiner 5000 begrenzt sein. - Die
Softwareldsung muss SEMI E95 konform gestaltet sein. 07 1 Installation/Schulung -
Installation der Soft- und Hardware - Grundschulung der Anwender (Bedienung der Soft- und
Hardware, Umgang mit Betriebsmitteln, In- und AuRerbetriebnahme, Wartung) - Zur Anlage ist
ein Bedienerhandbuch, Servicehandbuch und Stromlaufplan in deutscher oder englischer
Sprache zu liefern. 08 1 Geforderte Prozessprameter und deren Uberpriifbarkeit Der Anbieter
muss bestatigen, dass er Uber ein Applikationslabor verfugt, welches mittels offentlicher
Verkehrsmittel, einem PKW oder der Kombination beider innerhalb von 12h vom
Bestimmungsort aus erreichbar ist. Innerhalb dieses Applikationslabors muss mindestens
eines der angebotenen Systeme (mit den nicht optionalen Grundfunktionalitaten) betrieben
werden und fur Anlagentests zur Verfugung stehen. Zudem behalt sich der Kaufer vor, die
angegebenen Parameter an dieser Anlage innerhalb des Evaluationsprozesses der Angebote
vor Ort bei dem Anbieter zu liberpriifen. Auf Anfrage muss diese Uberpriifung innerhalb einer
Woche nach Ankindigung moéglich sein. Geforderte Prozessparameterkombinationen It.
Leistungsbeschreibung. Die geforderten Prozesse mit den entsprechenden Parametern sind in
geeigneter Form (z.B. wie die innerhalb der in dieser Ausschreibung im Leisrtungsverzeichnis
FB 27 verwendete Tabelle) dem Angebot beizufugen. 09 1 Verpackung / Transport / Abladen /
Einbringen / Leistungsort: Westsachsische Hochschule Zwickau Hochtechnologiezentrum
Peter- Breuer-Stralde 5-11 08056 Zwickau Lieferung nach Incoterms 2020 DAP oder DDP,
Fracht bis zur ebenerdig und rollend mit erreichbaren Entladestelle an der Lieferzufahrt Dr.-
Friedrichs-Ring 2C, 08056 Zwickau, Deutschland Lieferzeit: max. 50. KW nach Beauftragung
lek$éjais identifikators: OV 09-26

5.1.1. Merkis
Liguma veids: Piegades
Galvena klasifikacija (cpv): 38000000 Laboratorijas, optiskas un precizijas ierices (iznemot
brilles)
Papildu klasifikacija (cpv): 42990000 Dazadas Tpasa lietojuma iekartas, 31712330 Pusvaditaji
lespéjas:
Opciju apraksts: 1.) Optionale Nachrustbarkeit eines Cryoprozesses 2.) Optionale
Erweiterbarkeit zu einem Clustersystem

5.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: Kornmarkt 1
Pilséta: Zwickau
Pasta indekss: 08056
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Zwickau (DED45)
Valsts: Vacija
Papildu informacija: Westsachsische Hochschule Zwickau Hochtechnologiezentrum Peter-
Breuer-Str. 5-11 08056 Zwickau Deutschland

5.1.3. Paredzamais ilgums
Darbibas termins: 50 Nedélas

5.1.6. Vispariga informacija
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Rezervéta daliba:

Daliba nav rezervéta.

lepirkuma projekts, ko pilniba vai dalé&ji finansé no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: né

Sis iepirkums ir piemérots art maziem un vidéjiem uznémumiem (MVU): né

Papildu informacija: zu 1.) Es sollte mdglichst die Nachristbarkeit einer Substratelektrode fur
Cryo-Prozesse gegeben sein, welche Prozessflihrungen bis zu einer Substrattemperatur von
-150C zulasst. Diese Option darf die Nachrustung einer mechanischen Substratklemmung und
den Einsatz von Zusatzmedien (z.B. FlUssigstickstoff) n6tig machen. zu 2.) Optionaler spaterer
Ersatz des Loadlocks (Waferschleuse) durch ein Transfersystem bei welchem eine
Waferkassettenstation und min. 2 weitere Prozessmodule (z.B. PE-CVD, ALD oder RIE/
DRIE) angeschlossen werden kdnnen, um die Anlage funktionell zu erweitern.

5.1.7. Stratégiskais iepirkums
Stratégiska iepirkuma mérkis: Nav stratégiska iepirkuma

5.1.9. Atlases kritériji
Atlases kritériju avoti: Pazinojums
Kritérijs: Instrumenti, ripnicas vai tehniska aprikojuma
Atlases kritérija apraksts: Nachweis Uber Vorhandensein eines Applikationslabors bei Bieter

5.1.10. PieskirSanas kriteériji
Kritérijs:
Veids: Cena
Nosaukums: Preiskriterium
Apraksts: Preiskriterium
Kategorija pieskirsanas kritérija svars: Svérums (precizs punktu skaits)
Pieskirsanas kritérija skaitlis: 30
Kritérijs:
Veids: Kvalitate
Nosaukums: Erflllung der Leistungsparameter
Apraksts: Erfullung der Leistungsparameter
Kategorija pieskirsanas kritérija svars: Svérums (precizs punktu skaits)
Pieskirsanas kritérija skaitlis: 60
Kritérijs:
Veids: Kvalitate
Nosaukums: Lieferzeit
Apraksts: Lieferzeit
Kategorija pieskirsanas kritérija svars: Svérums (precizs punktu skaits)
Pieskirsanas kritérija skaitlis: 10

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Valodas, kuras ir oficiali pieejami iepirkuma dokumenti: vacu valoda
Termin$ papildu informacijas pieprasisanai: 03/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00)
Austrumeiropas laiks, Centraleiropas vasaras laiks
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4D4ZMZEU/documents
Ad hoc sazinas kanals:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4D4ZMZEU

5.1.12. lepirkuma noteikumi
lesniegSanas noteikumi:
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Elektroniska iesnieg8ana: Prasits

lesniegSanas adrese: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4D4ZMZEU

Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: vacu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts

Varianti: Nav atlauts

Pretendenti var iesniegt vairakus piedavajumus: Nav atlauts

Piedavajumu sanemsanas termins: 10/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks

Laiks, kurad piedavajumam jasaglabajas derigam: 9 Nedélas

Informacija, ko var papildinat péc iesniegSanas termina beigam:

Pircéjs péc saviem ieskatiem visus ar pretendentu saistitos trikstoSos dokumentus var
iesniegt velak.

Papildu informacija: Der Auftragnehmer behalt sich vor, Unterlagen zur Aufklarung
nachzufordern.

Informacija par publisko atvérsanu:

AtvérSanas datums: 10/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centraleiropas
vasaras laiks

Liguma noteikumi:

Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né
Elektroniskie rékini: Prasits

Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: né

Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: né

5.1.15. Panpémieni
Pamatnoligums:
Nav pamatnoliguma
Informacija par dinamisko iepirkumu sistemu:
Nav dinamiskas iepirkumu sistemas

5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
ParskatiSanas organizacija: Vergabekammer des Freistaates Sachsen
Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma procediru: Westsachsische
Hochschule Zwickau
Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatidanas procedaru: Vergabekammer
des Freistaates Sachsen
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus: Westsachsische Hochschule Zwickau

8. Organizacijas

8.1. ORG-0001
Oficialais nosaukums: Westsachsische Hochschule Zwickau
Registracijas numurs: 14-1215011WHZ01-34
Pasta adrese: Kornmarkt 1
Pilséta: Zwickau
Pasta indekss: 08056
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Zwickau (DED45)
Valsts: Vacija
E-pasts: Beschaffungswesen@whz.de
Talrunis: 03755361131
Interneta adrese: https://www.whz.de
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Pircéja profils: https://www.whz.de

Sis organizacijas lomas:

Pircéjs

Centralizéto iepirkumu struktura, kas pieskir publiska iepirkuma ligumus vai slédz
pamatnoligumus par citiem pircéjiem paredzétiem buvdarbiem, piegadém vai pakalpojumiem
Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma proceddru

Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus

8.1. ORG-0002
Oficialais nosaukums: Vergabekammer des Freistaates Sachsen
Registracijas numurs: ohne
Pilséta: Leipzig
Pasta indekss: 04013
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)
Valsts: Vacija
E-pasts: vergabekammer@lds.sachsen.de
Talrunis: +49 03419773800
Sis organizacijas lomas:
ParskatiSanas organizacija
Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatiSanas procediru

8.1. ORG-0003
Oficialais nosaukums: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registracijas numurs: 0204:994-DOEVD-83
Pilséta: Bonn
Pasta indekss: 53119
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Valsts: Vacija
E-pasts: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Talrunis: +49228996100
Sis organizacijas lomas:
TED eSender

Informacija par pazinojumu

Pazinojuma identifikators/versija: 2ccf26¢1-6b0a-47ce-8228-ad9b97611ff8 - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Pazinojuma apaks$veids: 16

Pazinojuma nosutisanas datums: 04/06/2026 09:00:02 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams $is pazinojums: vacu valoda

Pazinojuma publikacijas numurs: 388383-2026

OV S sérijas izdevuma numurs: 107/2026

PubliceSanas datums: 05/06/2026
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